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Разработки кафедры 

НИТУ «МИСиС» / кафедра ППЭиФПП

Координатные кремниевые фотоприемники Автономный источник питания на основе

бетавольтаических элементов

Микросхема кремниевого детектора 

ионизирующих частиц

Перовскитные солнечные элементы GaAs детекторы заряженных частиц



Разработка технологии и аппаратуры для получения сверхчистых 

монокристаллов алмаза CVD методом и процессов их легирования для 

использования в фотонике и в микроэлектронике (руководитель 

Полушин Н.И.)

Цель: Создание лаборатории для разработки технологии производства сверхчистых 

монокристаллов алмазов CVD-методом для использования их в фотонике, микроэлектронике и 

ювелирной промышленности

Задачи: Разработка технологии изготовления:

- CVD м/к алмазов ювелирного назначения;

- легированных CVD м/к алмазов;

- детекторов нейтронов на основе CVD м/к алмазов;

- детекторов тяжелых заряженных частиц на основе CVD м/к алмазов.

Основные исполнители: НИЛ СТМ, каф. ППЭиФПП, каф. ФНСиВТМ  



Разработка перспективных технологий поиска новых 

явлений в экспериментах LHCb и SHiP в ЦЕРНе 

(Руководитель Голутвин А.И.)

Цель эксперимента LHCb - исследования асимметрии материи и антиматерии во взаимодействиях b-кварков

Цель эксперимента SHiP - поиск слабо взаимодействующих долгоживущих частиц, включая тяжелые нейтральные 

лептоны и легкие суперсимметричные частицы

Задачи МИСиС в коллаборациях:

1. Разработка радиационностойких, быстрых сцинтилляторов и световодов (LHCb)

2. Разработка нового поколения быстродействующих полупроводниковых датчиков в радиационно-жестких 

условиях (LHCb)

3. Разработка эмульсии сверхвысокого разрешения для тонкого отслеживания заряженных частиц (SHiP)

4. Технология магнитов широкого диапазона (SHiP)

Основные исполнители: каф. ППЭиФПП, каф. ФМ, ФИАН, ОАО «ФОМОС-Материалс», MeGa Epitech Ltd



Работы кафедры ППЭ и ФПП в рамках коллаборации в 

эксперименте LHCb (ЦЕРН)

TCAD моделирование

Создание лаборатории для TCT анализа:

-Исследование процесса сбора заряда в 

детекторах

-Исследование радиационной деградации 

детекторов

Материаловедческий анализ

Разработка радиационно-стойких 

GaAs фотодетекторов большой 

площади для электромагнитного 

калориметра



Разработка широкоформатных солнечных батарей на гибридных 

перовскитных полупроводниках и нано-структурах (руководитель Ди 

Карло А.)

Цель: Создание лаборатории для разработки технологии печати и ламинации

широкоформатных полупрозрачных солнечных панелей в одиночной, тандемной и BIPV

конфигурациях с использованием гибридных перовскитных и органических полупроводников,

а также наностуктурированных и двумерных материалов.

Задачи:

•Масштабирование технологии первоскитных солнечных батарей (печать) до размеров 100 см2 , а также на 

стандартных Si пластинах 175х175 мм;

•Исследование проблемы повышения стабильности перовскитных материалов (внутренняя деградация);

•Стабилизация интерфейсов фотоактивных метало органических перовскитов  и новых 

наноструктурированных/двумерных материалов (непосредственное применение и внедрение разработок);

•Запуск и оптимизация технологии печати и ламинирования полупрозрачных устройств для интеграции в 

здания.

Основные исполнители: Лаборатория Перспективной Солнечной Энергетики, кафедра ППЭ и ФПП, 

кафедра ФНС и ВТМ, НОЦ Энергоэффективность



Широкозонные полупроводники и приборы на их основе 

(Руководитель Поляков А.Я.)
Цель: разработка новых методов исследования электрических и оптических характеристик полупроводниковых приборов на 

основе широкозонных материалов: III-Nitides, Ga2O3, SiC, алмаз и влияния на эти характеристики дефектов структуры

Задачи:

1.Изучение электронной структуры и спектров глубоких уровней в кристаллах и слоях нового широкозонного 

полупроводникового соединения b-Ga2O3, составляющих основу мощных полупроводниковых выпрямителей тока и мощных 

полевых транзисторов: высокоомных кристаллв-подложек, легированных железом или магнием, высокочистых слоёв, 

полученных методом HVPE, однородных или с дельта-легированием, гетеропереходов (AlGa)2O3/Ga2O3 и барьерных слоёв 

(AlGa)2O3, двумерных слоёв Ga2O3 и полевых транзисторов на их основе

2.Изучение влияния глубоких уровней в барьерных слоях, буфере HEMT AlGaN/GaN, InAlGaN/GaN, а также интерфейсных 

состояний в MISHEMTs на таких гетеропереходах на коллапс тока в транзисторах

3.Изучение влияния дефектов на характеристики светодиодов с множественными квантовыми ямами на основе 

InAlGaN/InGaN, работающих в УФ, синем и зелёном диапазонах спектра на эффективность светодиодов и её изменения при 

облучении или в процессе деградации при длительной работе. Исследование эффектов, определяющих работоспособность 

микросветодиодных матриц и светодиодов с наностолбиками, перенесённых на гибкую подложку.

Основные исполнители: каф. ППЭ и ФПП, ЦКП «Материаловедение и металлургия» 


